
シリコンパワートランジスタ

SiliconPowerTransistor

2SC3217-M

NPNエピタキシアル形シリコントランジスタ

860MHz帯高電圧･広帯域･高周波電力増幅用

通信エ業用

特長 外形図（Unit:mm》

o860MHzにて高利得・商出力が郷られます。

Po=16W(Vcc=24V.Pi.=2W.classAB)

OPush-Pull構造のため広帯域設計が容場。

oエミ･ソタ安定化抵抗を内蔵。

o内部蛙合回路内蔵。

○金旺極のため商い傭緬度が得られます。
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電極接紐

1．コレクタ

2．コレクタ

3．ベース

4．ベース

5．エミ，タ〈放然侭】
通気的特性(Ta=25°C

＊UNITあたり
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2SC3217-M

応用回路例

V1010

V“

Cl＝C3＝釦pF

C3＝20pF

cO＝1oPF

C9＝鋤pF

C6＝C了＝75pF

LlL1o－イクロストリノプラィン23.6×4．5mm

L2L950Qセミリジッドケーブル70mm

LO～L7マイクロストリ･ノプライン（叩位：m、）

十十

欝
十

警
幸

購枇ｲｲ料テフロンガラス1＝1．6回
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2SC3217-M

製品取扱い上のご注意：，

本製品は，'内部にくりリ釈磁器（鹸化ベリリウム）を使用しております。肢化ベリリウムは§その粉末や然航が

人体の醗吸器系に入ると啄吸困鮭などの陳瞥が起こり._危険で太'rで,製&の分解または化学的処理ほされな唖よ

うお鮒 い い たします。‘一
べ，：f，弓？；．､ﾙxiI･・ミミW;.γ-か－苧､蛍差釦刊乳

また，製品を廃棄する場合は，一般産業廃素物あるいは家庭用ゴミとは必ず別にしてくだきい°
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